p— Lichtemitterdiode VQA 10

Die Lichtemitterdiode VQA 10 ist eine rotstrahlende GaAsP-Diode

in diffuser, roteingefédrbter Allplast-=Linsen~Verkappung mit

5 mm Durchmesser.

Die Diode ist vorwiegend fiir den Einsatz &l s, Anzeige-~ und

Eontrollelement in Frontplatten von Gerdten Anl sgen vorge-

sehen und kann durch eine Montsgeeinheit, bestehend aus Fassung

und Klemmring, komplettiert werden.

Upnter der Annahme einer konstanten Ausfallrate betrdgt die

Lebensdauererwart bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe-
“~:isch mindestens 107 Stunden.

Eenngrifen bei 19'3 = 25 % min. typ. mDax,
Lichtstirke 1)2)3)
bei I‘]':‘ = 10 mA VQA 10 % 0,6 - - mced
VQA 10 B I, 0,6 - - med
VQA 10 0 I, 0.9 = v ned
VQAa 10D I, 1,35 = - mcd
VQA 110 E Lv 2,0 - - med
VQA 10 F Tv 3,0 - - med
DurchlaBigleichspann
bel Ip = 10 mA - Up - - 2,6 v
garrglﬂichstmm
el 'UR = 5 V IH - - 100 f“'&
Offnungswinkel
bel Ip = 10 mA = 60 - 5 b
Wellenlédnge des Maximums
der spektralen Emission A 625 - 645 nm
Bpektrale Strahlungs—
bandbreite AA, .5 - - 40 nm

”Lichtﬂtarkamasaung erfolgt mit einem Offnungswinkel wvon '15 + 3°

}DIB Eennzeichnung der Lichtstidrkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung

3)innerhald einer ?argackungﬂeinhait (¥ 1000 Btiick) betrdgt die
Grlrppsnhreite der Lichtstarkegruppen B bis E bezogen auf

Iy min %2
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VOA 10

elecrronic
min, max,

Reduktionskoeffizient des

Durchl gleichstrbmaan

bei ¢h, = 55 bis 85 “0 ~TE 1 - 0,67 mA/K
Reduktionskoeffizient des

relativen Spitzendurch-

la.Bﬂtz’amsa 5

bel a = 55 bis 85 "0 "mKIFHM - 2,22 B/K
Temperaturkoeffizient

der relativen Lichtstiérke

bei ap, = 25 bis 85 oC ~TKy. - 1,0 %/K
Grenzwerte

Durchlafgleichstrom a

bei by =25 bis 55 °0 Ip - 30 mA

4) |

BpitzendurchlaBstrom, period, =" 100 mA
bei b, =25 bis 55 SO TrRM

Sperrgleichsp

bei qb, =25 bis BE % Uy - 5 v
Betriebastemperaturbereich 'I"a =25 85 0
Lagerungstemperaturbereich 4
fiir Lagerung bis zu 30 Tagen -ﬂats 50 50 o

4)tp $ 100;1:5; Y =1 103 abweichende Tastverh&ltnisse nach
Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender
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elecironic

. 86202 #5802
19,5 *1,0 13103
- (30,8) x .
Diode
Masse 0,3 g
Standard: TGL 38468
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0.7 Nicht angegebene Einzelheiten
o ' 8ind zweckentsprechend zu
wiihlen
l‘aasu.ng’l_l)
Masse 0,08 g
-r -
$7,0 £04
™~ 1
99,2
Kleomring
Masse 0,09 g
U]i‘rant.?lattmdiaka 2,5 max; Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,1
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VQA 10 electronic
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VOA 10

elechronic
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VQA 10 electronic
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VQA 10
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VOA 10

elecronic
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VQA 10
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VQA 10 elecironic

normierte Strombelastbarkeit in Abhéingigkeit von der Umgebungstemperatur
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elecironic

VQA 10

Informationshinweis zur Lichtstéirkekennzeichnung

Die EKennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur
auf der Verpackung,
So0ll die Information zur Lichtstérkegruppe auch nach der Llontage
der LED z.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur

Eennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden konnen - nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten

empfoblen.

Farbcodierung

Lichtstidrke= | Grund-

gruppe 7D o o] %] *

Farbpunkt - schwarz gelb | blau | weiB
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